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Repaso

Semiconductor en equilibrio térmico y caso intrinseco
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Repaso

Semiconductor extrinseco

Dopamos al semiconductor con una baja concentracion de impurezas donoras o aceptoras.
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Repaso

Semiconductor extrinseco

Dopamos al semiconductor con una baja concentracion de impurezas donoras o aceptoras.
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Transistor y pozos cuanticos

Transistor de efecto de campo (MOSFET) Pozos cuanticos
Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador. GaAs y AlAs son semiconductores de gap
X CompuerE:\ Compuerta directo con EG¢%4S = 1.4 eV y FAWAS = 97 a\/
HVC =0 . |VC > VUmbral_ . g . 9 . -
Fuente Vietal Drenaje FUENtE ey Drenaje Aleaciones Al,Ga,_,As tienen E,; intermedios.

—» Heteroestructuras de Al,Ga,_, As/GaAs/Al,Ga,_ As

Dopaje n : Dopaje n Dopaje n g&na conductor fgnaie s
Region de deplecion I Region de deplecion Region de deplecion Region de deplecion pueden formar pOZOS Cuantlcos-
p

Dop:aje

opaje p X
L Al Ga, ,As

/ BC GaAs
Al Ga, ,As

;iDopaje
e e efectivo tipo n!
Ve >0
€F AlLGa,,As GaAs AlGa; As
(tipo n) (tipo n)
BV BV — gy

Metal Aisl. Semic. p X Metal Aisl. Semic. p X >
Al aumentar V- por encima de V,,,,5rq1, S€a crea un canal  Utilizando Al,Ga,_ As tipo n(p), e'(h*) “caen”
de conducciodn, cuyo tamario (y resistencia) depende de V.. al pozo creando un gas bidimensional de e-(h™).



Resumen

* Region de deplecion en la juntura p-n

 Respuesta ante un voltaje aplicado

Carga neta (-) Carga neta (+)

* Corriente a través de la juntura

§+Regiéq ,de*é
i deplecion |

_ _ _ _ Dibdc; idéal
e Polarizacion directa e inversa

 Aplicaciones de junturas p-n 1
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